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間 2 次の I～ Ⅲの文章の|   |の部分に入る最も適切な語句,記号又は数値を,それぞれの解答群から 1
つだけ選べ。

I α線の空気中の飛程は5 McVのエネルギーでもE Al]cm程度であるため,α線放出核種につい
ては主として内部被ばくの管理が重要となる。内部被ばくを防ぐための管理測定では,空気中におけ
る

「

量生P,物 品などの
「

そ」hの 2つの量が主な対象となる。  B の測定において,粒子状
汚染は
「
繭 フイルタに吸引捕集し,α線や光子などを測定して評価することが一般的である。

社量1纂曇財 醤t、 I孟〔掌ZZ曾雷』誓「
し測定するが,検出器自身ギサンプリン

F容

器?
一方,  C については,管理対象物の表面をα線測定用サーベイメータで測定する直接測定

すiiI「嚇 f]い

てふき取ることにより
甲

汚染の放射能を測定する間接測定法がある。

i 吸収線量  2 表歯放出率  3 放射能濃度  4 表面汚染密度  5 空間線量率
6  0.5     7   15     8  2.0     9  3.5    10  7.5

<D～Fの解答群>
1 通気型電離箱  2 液体シンチレーション検出器  3 端窓型 GM計数管
4 マリネリ容器  5 遊離性  6 浸透性  7 固着性  8 シリカゲル
9 活性炭  10 ろ紙

Ⅱ α線測定用サーベイメータには,「 G3n,シ ンチレーション検出器,半導体検出器などの検出器

i翌::墨竃覇嘉誓る。半導体検出器は,シ リコン半導体を用し

を持ち, これにEE珂陶の電圧を印カロするこ
これらのα線用の検出器は,光子やβ線tFも感度を持つことがある力涯 亜

再蟄
こよりα線の計数

への影響を抑えることが可能である。

<G～ Iの解答群>
1 電離箱  2 端窓型 GM計数管  3 比例計数管  4 NaI(■ ) 5 プラスチック
6 ZnS(Ag) 7 乾燥空気  8 ハログンガス  9 PRガ ス  lo 窒素ガス
<JγMの解答群>
1 逆方向  2 順方向  3 双方向  4 トランジスタ  5 コンデンサ
6 ダイオー ド  7 絶縁層  8 不感層  9 空乏層  lo エネルギービーク
11 同時計数  12 波高弁lll



田 サーベィメータを用いた直接測定法において,α線の正味の計数率鳩[sl]と 表面汚染 R[Bq・ cm 2]
との関係は,次式で与えられる。

R= Nα
7・ εa εb

ここで,εaはE"率 と呼ばれ,線源との距離,検出器の入射窓厚などに依存して変化する:
εbはE[覇口効率と呼ばれ,汚染部の状態に依存し,α線のE:コロなどにより小さくなる。また,
W[cm2]は検出器の窓の面積を表す。
α線測定用サニベイメータ (w:60 cm2)を校正するため,α線表面旗出率 300s~1の面状標準線源
(面積 :15 cmXlo cm)を 密着に近い状態で波1定したと■ろ,正味の計数率 30s~1が得られた。この
サーベイメータで汚染部分を波1定し,鳩 として 15s lの値が得られた場合には,εbを o.25と すると,
上記の式より表面汚染 RはE可 曖lBq・ Cm-2と なる。
一方,FHl接測定法の場合では,表面汚染 R′ [Bq・ cm~2]は次式で与えられる。

ギFたの悪あ―なとな に汚染面の減 浸透性が低υヽほとISコなる。
<N～Qの解答群>
1 真性  2 線源  3
7 後方散乱  8 飛散
<R,Sの解答群>
1 /jヽ さく   2 大きく
6 ふき取つた部分

機器  4 実効   5 幾何学的  6 自己吸収
9  08    10  1.2    11  2.0    12  4.0    13  8.0

3 汚染部分  4 ろ紙面  5 検出器の窓


